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摘 要

精密輪磨（Fine Grinding)是一種能夠有效快速移除材料 的加工技術，應用鑽石輪磨於晶圓薄化製程上，方能克服加工 不

易與移除量小等問題。輪磨加工具有自動化、加工時間短及 成本較低等優點，因此近幾年來被廣泛使用在半導體晶圓基材

加工上。優點在於快速、移除量掌控佳。但由於整個過程是以 機械加工的方式進行，幾乎無可避免會對晶圓片產生損傷。

此 外，磨削時所採用的各種加工條件也會影響加工期間及完工後 的狀況。良好的品質必須由適當的磨削參數來加以控制

。 本文以矽晶圓輪磨方式為主要的加工程序，配上磨輪、主 軸轉速、工作台轉速、進給，探討這些製程參數對矽晶圓表

面 及次表面性狀，使用原子力顯微鏡、光學顯微鏡及掃描式電子 顯微鏡觀測。統計交叉比對後選擇出適當的加工參數，

提高輪 磨後晶圓片的品質。 結果中發現，表面粗糙度確實與次表面破壞層具相對關係 。與晶圓表面連接之非晶質層截面

區域的尖突有連帶關係。加 工參數方面，最適當的控制參數於工作台轉速與進給速率最好 的設定分別在100rpm 和10μm

／min，主軸轉速則以3000rpm時 的主軸轉速設定較好。因此，最後選擇主軸轉速、工作台轉速 及進給速率分別各

是3000rpm、100rpm、10μm／min 的參數設 定作為最適當參數條件。
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